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CIGSe: 20,3 % par co-évaporation sous vide



Cellule solaire a base de CIGSe réalisée a I'IMN
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Croissance et impact sur le dispositif
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Device ID: F222 Device Temperature: 24.7 £ 0.5 °C
Jul 08, 2009 14:48 Device Area: 0.4977 cm”
Spectrum: ASTM G173 global Irradiance: 1000.0 W/m’
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Voltage (V)

V, = 0.6674 V I =15759 mA

I.=17.027 mA V.. =0.5620 V

JSL.=34.2IUmﬁu'n.'m2 P = 8.8565 mW
Fill Factor = 77.93 % Efficiency

After 10 minute soak at P, then 5 minute cool.



Vers de nouveaux concepts
Cellule solaire de Troisieme génération

Cellule solaire a gap intermédiaire

+ Plasmonique pour le photovoltadique



Cellule solaire a gap intermédiaire
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Cellules solaires ultra-fines :

* Piégeage de photon par effets plasmons : meilleure absorption des
photons de grandes longueurs d'onde dans absorbeur sub-micronique

* Interaction Lumiere/Nanoparticules métalliques - plasmon de surface :
diffusion de la lumiere la couche trés fine de l'absorbeur
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' Diffusion de la lumigre ' Plasmon champ proche  © p|gmon polariton de

surface interface
métal/SC

Verrous scientifiques et technologiques:

» Croissance d'absorbeur ultrafin , épaisseur (100 nm)
* Croissance 3D de nanoparticules métalliques

» Position des nanoparticules

» Réalisation d'une photopile : recombinaison , collecte



